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半導体BaSi2は資源が豊富な元素で構成される禁制帯幅が1.3eVの半導体であり、薄
膜太陽電池材料として期待されている。これまでの研究で、不純物ドーピングによ
り伝導型を制御することで、太陽電池動作を実証してきた。本研究では、結晶Si太
陽電池でホール輸送層として知られるMoOxを用いてMoOx/BaSi2ヘテロ接合を形成
し、界面においてMoOxからBaSi2への酸素拡散の様子を調べることを目的して実験
を行った。

実験
Experimental

分子線エピタキシー法により、Si(111)基板にBaSi2膜を厚さ500nm堆積し、基板温
度を180℃まで下げ、非晶質Si膜(6 nm)を電子ビーム蒸着法で堆積した。その後、
プラズマガンを用いて原子状水素を最長30分間照射した。原子状水素の照射により、
BaSi2膜の分光感度が格段に向上することが分かっている[1]。試料を取り出して別
の蒸着装置に入れ、抵抗加熱によりMoOx膜を10nm堆積した。堆積後の試料につい
て、集束イオンビーム加工装置(FIB)でTEM観察用薄片試料を作製し、透過型電子顕
微鏡(TEM)およびエネルギー分散型X線分析(EDS)法により、酸素の深さ分布を測定
した。

結果と考察
Results and Discussion

図1に、原子状水素を30分間照射した試料の断面TEM像を示す。非晶質SiとBaSi2の
界面が明瞭であることが分かる。非晶質Siに注目すると、深さ方向に均一ではな
く2層に分かれている。EDS法により、MoOxに近い方は酸素組成が高く、BaSi2に
近い方は酸素組成が小さいことが分かった。また、原子状水素を照射しない場合、
非晶質Si/BaSi2界面付近のBaSi2層の酸素組成が10%弱と高く、一方、原子状水素
を30分照射した試料では、ほぼ0%であることが分かった。これらの結果から、原
子状水素によりMoOxからの酸素のBaSi2膜への拡散を抑制できたといえる。

図・表・数式 1
Figures, Tables and
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図1 原子状水素を30分間照射した試料の断面TEM像
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